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第 3 章では，大容量図形データの処理について述べた。 LSI の超微細化，高集積化にともない 1 つ





















LSI の高集積化により， 1 つの LSI を構成する図形数は増加の一途をたどっているが，本研究に
より開発した図形データの高速作成・転送方法により，従来と比べ処理時間を著しく短縮することに成
功したことは電子ビーム露光装置の工業応用に大きな役割を果たしているo
パターン寸法がどんどん微細化されサブミクロン領域になると，パターン検査は従来の光学的手法で
は困難となる。本研究では 0.5μm 以下のパターンの寸法測定と照合が可能な電子ビーム・パターン欠
陥検査装置を試作し，その有効性を実証した。
更に，電子ビームより近接効果の影響が少ない集束イオンビーム装置用パターン発生装置を試作し，
レジスト露光，薄膜形成およびエッチングにおける集束イオンビームの有効性を確認するとともに，集
束イオンビーム装置をマスク欠陥修正用として実用化し，マスクの短時間作成を可能とした。
これら一連の研究は，超LSI の製造プロセスの基礎となるものであり，半導体工業の進歩に大きな
貢献をしたものといえる。よって本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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